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Anvisningar fér inldmnade I@sningar:

» Resonemang och motiveringar far ej vara s knapphandiga att de blir svéraatt folja.
« Inforda beteckningar skall definieras.
» Tankegangen bakom uppstéllda ekvationer skall forklaras.

» Utrakningarnaskall varatillrackligt fullstandigafor att visa hur slutresultatet erhdlits.

« Approximationer ska motiveras och underkastas efterkontroll.
* Ange svaren med lampligt antal géllande siffror
« Varje problemldsning skall avslutas med ett klart formulerat svar.

UPPGIFTER

1. Konstruera CMOS grindar for nedanstdende logiska funktion (4 p)
* C = (((GPy + G)P, + G)P, + G))P3 + Gy
* b)z =f(ab,c) enligt tabellen nedan
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2. Rita upp vertikalsnittet (genomskéarning) fér en CMOS inverterare s att dess fysiska
struktur illustreras. Namnge aven de olika omradena. (4 p)

3. Tafram Vg, och Vg, for inverteraren i figur 1. Vpp=5.0V, V 15=1.0V, g=0.39V %5,
f 5=0.3V, byiver/0i0as8 (8P)

4. Kan man minska RC-faktorn i en signalledare genom att &ndra dimensionerna for den ?
Motivera svaret. (2 p)

5. Dimensionera en 4-ingangars nand-grind for symmetriskt omslag, samt bestam den
totala switchande kapacitansen i grinden och jamfor med en motsvarande grind i min.
transistorer. Antag att Cyate = Cdrain = Csource= Cg fOr min. transistorernasamt att C g ar
direkt proportionellt mot W/L. (6 p)

6. 1 en modul med logiska grindar & switchingaktivitetena = 20% pa datasignalerna, den
totala switchande kapacitansen uppskattas till 150pF. Vad blir den dynamiska effektfor-
brukningen, om man bortser fran kortsl utningseffekten och klocknétets effektforbrukning,
vid 40MHz och Vpp=3.3V. (4 p)

7. 1 en mikroprocessor drivs alla bitar samtidigt i en utgéngsbuss p& 32 bitar av CMOS
buffrar med &g impedans. L edningsimpedansen, som buffrarna driver, & 50W och
stigtiden & 1.5ns med ett spanningssving pa 5V. Det stérsta tilldtna variationen pa mat-
ningsspanningen &r 0.30V. Bestam hur manga par med Vo och V g paddar som krévs
for att uppna detta krav. Varje par av VppNV g pad-anslutning har en induktans pa 1.5nH.

(6p)




8. Konstruera full-adderare som har en klockcykels fordrdjning med foljande tekniker: FORMELSAMLING

- @ CMOoS 1:a ordningens ekvationer som beskriver nMOS transistorns beteendei detre
* b) TSPC arbetsregionerna:
Ledning:e = axin + axin ; sum= eb + eb; cout = edb + exin I = O; Vi -V, £0
6p 2
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9. Implementera f6ljande funktion med passtransistorlogik: C4, = (CoPy + G) P1 los = B(Ves=Vr)Vps = 2" 0<Vps <Vas—Vr
4 b 2
“p Ips = E(VGS_VT) ; 0<Vgg—Vr<Vps
10.Gefyra
exempel pa situationer dér PLL (Phase Locked Loop) pé chippet kan vara anvandbart vid dar
klockning av kretsen. (4

¢ @p by = (Mheeeao, %) W L) b, = (Megeso, ) XWEL)
11. Tafram testvektorer m.h.a D-algoritmen for att detektera SAO/SA1 fel i nod A i kret- _
seni figur 2. Observerbara och Kontrollerbaranoder &r: AgetsSh,AgetsTh, Tree,ACompb,Z. Vr = Vit g(‘Jl\/SB * 2 gl fBl)

Samtliga vektorer ska tas fram. (6 p)
Dynamisk effektférbrukningi CMOS:
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